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※研究概要（Summary）： 

耐熱性が乏しい SAW フィルタの圧電基板であるタ

ンタル酸リチウム基板上に，シリコンのような耐熱性

基板上に高温で成長したチタン酸バリウムストロン

チウム(BST)など強誘電体膜から構成される可変容量

素子を，低温での薄膜転写プロセスによって集積化し，

次世代無線通信方式のキーデバイスと位置付けられ

る周波数可変 RF フィルタの原理動作を立証した。 

  
※実験（Experimental）： 

・利用した主な装置 

酸化炉，ウェハ接合装置，両面アライナ，ULVAC

多目的 RIE，酸ドラフト 

・実験方法 

BST と Gold 層を成膜した Si 基板をエッチング法

で可変容量のパターンを形成し，別に作製した金電極

が形成されている SAW 基板（タンタル酸リチウム基

板）と接合装置を用いて低温で金属接合を行った後に，

Si 基板を SF6 プラズマで全面除去することで，SAW

基板と BST の集積化を行った。 

 
※結果と考察（Results and Discussion）： 

転写法によって図１に示すSAW素子とBST可変容

量の集積化に成功した。BST 可変容量に電圧を印加し

て容量を下げることで，理論的に予想される通りに

BST可変容量と直列に接続した SAW素子の固有周波

数が上昇することを確認した（図２）。 

 
※その他・特記事項（Others）： 

現状ではデバイス製造歩留まりが低いために，可変

フィルタの動作検証までは至っておらず，平成 25 年

度も研究を継続し，フィルタ動作完了まで進める。 

 

 

 

図 1 完成したデバイス 

 

 
図 2 電圧に応じた周波数変化 
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